Bipolare Transistoren:
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Allgemeines:
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Aufbau der bipolaren Transistoren:
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Bezeichnung der Spannungen und Ströme am Transistor 
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Funktionsweise:
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Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
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Beziehungen am Transistor:
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Übungen zu den Grundlagen des Transistors:

Diese Übungen sollen Sie ohne die Kursunterlagen lösen!

1. 
Ein PNP-Transistor soll mit einem elektronischen Durchgangsprüfer (Beeper) getestet werden. Wie gehen Sie vor, um den Transistor zu prüfen? Geben Sie die einzelnen Schritte in einer Tabelle an.

2.
Skizzieren Sie einen NPN und einen PNP Transistor und tragen Sie Ströme und Spannungen mit den richtigen Bezeichnungen ein. Dies sollten Sie nun auswendig können!

3.
Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit ein PNP Transistor leitend wird. Definieren Sie genau von wo nach wo Ströme fliessen müssen, und wie die Spannungen gerichtet sind! (Skizze)






4.
Eine digitale IC liefert am Ausgang im Zustand ‚1’ (+5V) einen maximalen Strom von 4mA. Der Ausgangszustand soll mit einer LED (grün) angezeigt werden (‚1’ - LED ein). Die LED soll einen Strom von 20mA führen. Als Treiber für die LED wird ein NPN-Transistor mit einer Stromverstärkung B von 120 eingesetzt. Die Schaltung wird an 5V betrieben. Der Transistor soll um einen Faktor 3 übersteuert werden (IBeff = 3* IB)

Zeichnen Sie die Schaltung und dimensionieren Sie die Komponenten






5.
Ein Modelleisenbahnbastler will mit einem Ausgang einer digitalen IC (5V-Logik) ein Relais ansteuern. Das Relais soll anziehen, wenn der Ausgang der IC den Zustand ‚0’ annimmt. Der IC-Ausgang kann im Zustand ‚0’ einen maximalen Strom von 4mA aufnehmen. 
Das Relais hat folgende Eigenschaften: 5VDC, R = 178 Ohm, P = 150mW. Der Transistor hat gemäss Datenblatt eine Stromverstärkung B von 150 und soll um den Faktor 2 übersteuert werden. 

Zeichnen Sie die Schaltung und dimensionieren Sie die Komponenten. 

6.
Bestimmen Sie in der folgenden Schaltung IB, IC, UCE, PV im Transistor für die beiden Ausgangszustände des HC-MOS Gatters (‚0’ = 0V,  ‚1’ = +5V)

Daten des Transistors: UBE = 0.68V, B = 90
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